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GaN系パワーデバイスの高耐圧化に向けて, 高純度厚膜 GaN層の成長が必須である. GaN デバ
イスの作製には, 一般的に有機金属気相成長（MOVPE）法が用いられる. しかし, MOVPE法は III

族原料に有機金属を使用するため, GaN 中に深い準位を形成する炭素の混入が避けられず, デバ
イスの性能劣化を引き起こす. 一方, GaN 自立基板作製に用いられるハライド気相成長（HVPE）
法は, 原料に炭素を含まないため, 高性能なパワーデバイス作製法として魅力的である. 実際に, 

HVPE 法を用いた GaN ドリフト層の成長が報告されている[1]. HVPE 法を用いたデバイス構造を
実現するためには, p型 GaN の作製が重要となる. しかし, HVPE法を用いた p型 GaN 作製の報告
例は少なく[2], 未だ安定した作製技術は確立されていない. 本研究では, 固体 MgO を Mg 原料と
して用いることによって, HVPE 法による p型 GaNの作製を試みた. 

MOVPE 法によって作製されたサファイア基板上 GaN テンプレート上に HVPE 法を用いて Mg

添加 GaNを約 25 µm成長させた. 本研究では, Mg原料として化学的安定性の高いMgOを用いた. 

電気炉の中に設置された MgO に HCl を流すことによって, MgCl ないしは MgCl2の形で Mg 添加
を行った. 二次イオン質量分析（SIMS）法およびフォト
ルミネッセンス（PL）法を用いて結晶の光学特性および
不純物濃度をそれぞれ評価した.  

SIMS 測定によって得られた Mg 濃度の HCl 流量依存
性をFig. 1に示す. HCl流量が増加するに伴い, Mg濃度が
増加することがわかる. 成長後の試料の室温 PL スペク
トルを Fig. 2に示す. Mg濃度に依存してバンド端（NBE）
の発光強度およびスペクトル形状が変化していること
がわかる. Mg 濃度 3.4  1018 cm−3および 1.5  1019 cm−3

の試料において, 3.4 eV付近のNBE発光と 3.3 eV付近の
紫外発光（UVL）が観測された. また, Mg 濃度 3.6  1019 

cm−3の試料において, 2.9 eV付近にも発光が観測された. 

3.3 eVの UVLは, 伝導帯または浅いドナー準位とMgが
形成するアクセプター準位間の遷移である[3]. また, 2.9 

eV 付近の青色発光（BL）は深いドナー準位と Mg が形
成するアクセプター準位間の発光と考えられる[3]. こ
れらの PL スペクトルの変化の傾向は, MOVPE 法によっ
て成長されたMg添加GaNと同様である. 以上より, MgO

を用いることによって, GaN中にMg を添加し, Mg濃度
を制御することができた. また, Mg が形成するアクセプ
ター準位に起因した発光も観測した. 電気特性評価によ
る伝導型の制御に関しては当日報告する.  
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Fig. 1. Mg concentration as a function 

 of the HCl flow rate in the     

MgO zone. 

Fig. 2. Room-temperature PL spectra 

of Mg-doped GaN layers with 

varios Mg concentrations. 
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